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疑一次元金属であるナノワイヤーは、低温相における電荷密度波（Charge density wave; CDW）の出現

やパイエルス転移など、三次元伝導体にはない多くの新奇な物性現象が発現する。In/Si(111)系は、擬一次元ナ

ノワイヤーを形成し、室温では金属的な 14 ×  構造を示すが、100K 以下でパイエルス型の CDW 転移を起こ

して絶縁体的な '2'8×  構造に相転移する。こうした相転移を、温度変化ではなく、光や電場などの外場によっ

て制御することができれば、例えば、高速動作可能な光スイッチや光センサーへの応用など、新たな道が拓け

る可能性がある。我々は、In/Si(111)ナノワイヤーの金属―絶縁体相転移を、STM 探針－試料間電圧の変化お

よび試料へのレーザー光照射によって可逆的に制御できることを新しく見出した。まず暗状態において、負

の試料電圧印加時には金属的特性を示すが（図(a)）、試料電圧を正にすると、一部絶縁体相のドメインが出

現することが明らかになった（図(b) 青枠内）。しかし、電圧をさらに高くしても絶縁体相の総面積は全体

の半分にも満たない。図(c)は，試料への光照射を併せ用いた結果で、図の上半分また下半分の領域がそれぞ

れ暗状態及び明状態で観察した像である。暗状態（明状態）において、ほぼ全領域で金属相（絶縁体相）に

なっており、光照射を用いることで、非常に高い効率で相転移を制御できることが確認された。当日は、機構

などの詳細を含め紹介する。

(a), (b)試料電圧 SV = -1 , 1V, 試料温度 ST = 
61 K, (c) SV = 0.4 V,  ST = 47 K,  tI = 200 
pA, Ts = 61 K, 20 nm×20 nm。
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